
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201710792095.9

(22)申请日 2017.09.05

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 107799604 A

(43)申请公布日 2018.03.13

(73)专利权人 华南理工大学

地址 510640 广东省广州市天河区五山路

381号

(72)发明人 陈荣盛　邓孙斌　郭海成　

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有

限公司 44205

代理人 黄锐均

(51)Int.Cl.

H01L 29/786(2006.01)

H01L 21/336(2006.01)

(56)对比文件

CN 105006487 A,2015.10.28,

CN 106128944 A,2016.11.16,

US 2016225907 A1,2016.08.04,

CN 103311128 A,2013.09.18,

审查员 徐健

 

(54)发明名称

一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管

及其制造方法

(57)摘要

本发明公开了一种自对准顶栅铟锡锌氧化

物薄膜晶体管及其制造方法，晶体管包括衬底、

缓冲层、铟锡锌氧化物薄膜、栅介质层、导电薄

膜、钝化层、源漏接触电极和栅电极。本发明采用

了自对准顶栅结构，克服传统底栅型晶体管存在

的寄生电容大和等比例缩小能力弱的问题，沉积

钝化层和沉积栅介质层时使用不同的气源和退

火条件，使得与栅介质层接触并被其覆盖的铟锡

锌氧化物薄膜区域呈现高阻态，与钝化层接触并

被其覆盖的铟锡锌氧化物薄膜区域呈现低阻态，

从而形成形了高阻沟道区和低阻源漏区，解决了

传统掺杂离子的金属氧化物薄膜晶体管的热稳

定性问题。本发明可以广泛应用于半导体领域。
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1.一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：

在衬底上沉积缓冲层；

在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜；

对铟锡锌氧化物薄膜进行光刻和刻蚀，得到图形化的铟锡锌氧化物薄膜；

使用第一次化学气相沉积法在图形化的铟锡锌氧化物薄膜上沉积栅介质层，所述第一

次化学气相沉积法所使用的前驱物包括烷氧基硅烷或者烷氧基硅烷与惰性气体的混合气

源，以及第一氧化性气源；

在栅介质层上沉积导电薄膜，并对导电薄膜进行光刻和剥离，得到图形化的导电薄膜；

以图形化的导电薄膜作为掩膜版，对栅介质层进行刻蚀，并进行第一次退火，所述第一

次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退火温度为100℃至400℃，退火时间为1至4小时；

使用第二次化学气相沉积法在导电薄膜和铟锡锌氧化物薄膜上沉积钝化层，所述第二

次化学气相沉积法所使用的气源包括硅烷气源或者硅烷与惰性气体的混合气源，以及第二

氧化性气源；

对钝化层进行光刻和刻蚀，形成源漏极和栅极的接触孔；

在源漏极和栅极的接触孔中形成源漏接触电极和栅电极，并进行第二次退火，所述第

二次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退火温度为100℃至400℃，退火时间为0.1至2小

时。

2.根据权利要求1所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，其特

征在于，所述在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜的步骤具体为：

使用磁控溅射法在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜，所述磁控溅射法为DC直流磁控溅

射法和/或RF射频磁控溅射法，所述磁控溅射法所使用的靶材为ITO靶材与ZnO靶材，在使用

磁控溅射法在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜时，衬底的温度为23℃至400℃。

3.根据权利要求1所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，其特

征在于：所述第一氧化性气源为O2、O3、N2O或者含有氧气的混合气体，所述第二氧化性气源

为O2、O3、N2O或者含有氧气的混合气体。

4.根据权利要求1所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，其特

征在于：所述烷氧基硅烷为三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯、三乙氧基硅烷或者硅酸四甲酯。

5.一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，其通过权利要求1-4任一项所述的一种

自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法制备得到，其特征在于：包括衬底，所述衬

底上设有缓冲层，所述缓冲层上设有铟锡锌氧化物薄膜，所述铟锡锌氧化物薄膜包括两个

低阻源漏区和一个高阻沟道区，所述铟锡锌氧化物薄膜上设有栅介质层，所述栅介质层上

设有导电薄膜，所述导电薄膜和铟锡锌氧化物薄膜上覆盖有钝化层，所述铟锡锌氧化物薄

膜上还设有源漏接触电极，所述源漏接触电极通过钝化层的接触孔与铟锡锌氧化物薄膜欧

姆接触，所述导电薄膜上还设有栅电极，所述栅电极通过钝化层的接触孔与导电薄膜接触。

6.根据权利要求5所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，其特征在于：所述

缓冲层为二氧化硅层、氮化硅层或者二氧化硅和氮化硅的混合层。

7.根据权利要求5所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，其特征在于：所述

栅介质层为二氧化硅层、二氧化硅层和氮化硅层的组合，或者二氧化硅层与氧化铝层的组

合；所述钝化层为二氧化硅层、二氧化硅层和氮化硅层的组合，或者二氧化硅层与氧化铝层
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的组合。

8.根据权利要求5所述的一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，其特征在于：所述

源漏接触电极、栅电极和导电薄膜均由金属和/或导电金属氧化物构成。
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一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体领域，尤其是一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管及其制

造方法。

背景技术

[0002] 名词解释：

[0003] 前驱物：是合成某物质的前体或者原料。

[0004] 在下一代新型AMOLED有源显示的发展及推动下，金属氧化物薄膜晶体管受到越来

越多的关注与研究，其中底栅型铟锡锌氧化物薄膜晶体管(TFT)最具代表性。然而底栅型结

构具寄生电容大和等比例缩小能力差的缺点，难以应用在外围电路的集成上以实现显示面

板的系统整合SOP。有小部分学者开展了寄生电容小的自对准顶栅结构的研究，然而在源漏

掺杂的方法上，普遍采用氢(J.Park  et.al,Appl.Phys.Lett.,93,053501,2008)或氩(B.Du 

Ahn  et.al,Appl.Phys.Lett.,93,203506,2008)等离子体处理来形成高导电区，由于掺杂

离子容易从源漏区扩散到沟道，使得沟道变低阻，而使器件短路，只要稍微进行热处理，载

流子浓度就会发生明显变化，造成器件性能急剧下降，所以通过掺杂离子来形成高导电区

的薄膜晶体管，存在热稳定性较差的问题；而且通过掺杂离子来形成高导电区需要额外的

工艺步骤，增加了生产成本。

发明内容

[0005] 为解决上述技术问题，本发明的第一目的在于：提供一种寄生电容小和等比例缩

小能力强的自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管。

[0006] 本发明的第二目的在于：提供一种寄生电容小、等比例缩小能力强、成本低和热稳

定性强的自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管。

[0007] 本发明所采用的第一种技术方案是：

[0008] 一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，包括衬底，所述衬底上设有缓冲层，所

述缓冲层上设有铟锡锌氧化物薄膜，所述铟锡锌氧化物薄膜包括两个低阻源漏区和一个高

阻沟道区，所述铟锡锌氧化物薄膜上设有栅介质层，所述栅介质层上设有导电薄膜，所述导

电薄膜和铟锡锌氧化物薄膜上覆盖有钝化层，所述铟锡锌氧化物薄膜上还设有源漏接触电

极，所述源漏接触电极通过钝化层的接触孔与铟锡锌氧化物薄膜欧姆接触，所述导电薄膜

上还设有栅电极，所述栅电极通过钝化层的接触孔与导电薄膜接触。

[0009] 进一步，所述缓冲层为二氧化硅层、氮化硅层或者二氧化硅和氮化硅的混合层。

[0010] 进一步，所述栅介质层为二氧化硅层、二氧化硅层和氮化硅层的组合，或者二氧化

硅层与氧化铝层的组合；所述钝化层为二氧化硅层、二氧化硅层和氮化硅层的组合，或者二

氧化硅层与氧化铝层的组合。

[0011] 进一步，所述源漏接触电极、栅电极和导电薄膜均由金属和/或导电金属氧化物构

成。
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[0012] 本发明所采用的第二种技术方案是：

[0013] 一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，包括以下步骤：

[0014] 在衬底上沉积缓冲层；

[0015] 在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜；

[0016] 对铟锡锌氧化物薄膜进行光刻和刻蚀，得到图形化的铟锡锌氧化物薄膜；

[0017] 使用第一次化学气相沉积法在图形化的铟锡锌氧化物薄膜上沉积栅介质层，所述

第一次化学气相沉积法所使用的前驱物包括烷氧基硅烷或者烷氧基硅烷与惰性气体的混

合气源，以及第一氧化性气源；

[0018] 在栅介质层上沉积导电薄膜，并对导电薄膜进行光刻和剥离，得到图形化的导电

薄膜；

[0019] 以图形化的导电薄膜作为掩膜版，对栅介质层进行刻蚀，并进行第一次退火；

[0020] 使用第二次化学气相沉积法在导电薄膜和铟锡锌氧化物薄膜上沉积钝化层，所述

第二次化学气相沉积法所使用的气源包括硅烷气源或者硅烷与惰性气体的混合气源，以及

第二氧化性气源；

[0021] 对钝化层进行光刻和刻蚀，形成源漏极和栅极的接触孔；

[0022] 在源漏极和栅极的接触孔中形成源漏接触电极和栅电极。

[0023] 进一步，所述在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜的步骤具体为：

[0024] 使用磁控溅射法在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜，所述磁控溅射法为DC直流磁

控溅射法和/或RF射频磁控溅射法，所述磁控溅射法所使用的靶材为ITO靶材与ZnO靶材，所

述反应时衬底的温度为23℃至400℃。

[0025] 进一步，所述第一氧化性气源为O2、O3、N2O或者含有氧气的混合气体，所述第二氧

化性气源为O2、O3、N2O或者含有氧气的混合气体。

[0026] 进一步，所述烷氧基硅烷为三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯、三乙氧基硅烷或者硅酸四

甲酯。

[0027] 进一步，所述第一次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退火温度为100℃至400

℃，退火时间为1至4小时。

[0028] 进一步，所述第二次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退火温度为100℃至400

℃，退火时间为0.1至2小时。

[0029] 本发明晶体管的有益效果是：包括衬底、缓冲层、铟锡锌氧化物薄膜、栅介质层、导

电薄膜、钝化层、源漏接触电极和栅电极，采用了顶栅结构，克服传统底栅型铟锡锌氧化物

薄膜晶体管存在的寄生电容大和等比例缩小能力弱的问题，具有寄生电容小，等比例缩小

能力强的优点。

[0030] 本发明方法的有益效果是：包括使用第一次化学气相沉积法在图形化的铟锡锌氧

化物薄膜上沉积栅介质层；以图形化的导电薄膜作为掩膜版，对栅介质层进行刻蚀，并进行

第一次退火；使用第二次化学气相沉积法在导电薄膜和铟锡锌氧化物薄膜上沉积钝化层；

并进行二次退火的步骤，所述第一次化学气相沉积法所使用的前驱物包括烷氧基硅烷或者

烷氧基硅烷与惰性气体的混合气源，以及第一氧化性气源，使得铟锡锌氧化物薄膜与栅介

质层接触并被其覆盖的部分经过第一次退火后呈现高阻态，成为晶体管的高阻沟道区；所

述第二次化学气相沉积法所使用的气源包括硅烷气源或者硅烷与惰性气体的混合气源，以
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及第二氧化性气源，使得铟锡锌氧化物薄膜与钝化层接触并被其覆盖的部分经过第二次退

火后呈现低阻态，成为低阻源漏区，从而省去了传统方法通过掺杂离子来形成低阻源漏区

的工艺步骤，使得生产成本降低；同时，解决了传统掺杂离子的铟锡锌氧化物薄膜晶体管的

热稳定性问题。通过本发明的方法制造的铟锡锌氧化物薄膜晶体管，采用了自对准顶栅结

构，克服传统底栅型铟锡锌氧化物薄膜晶体管存在的寄生电容大和等比例缩小能力弱的问

题，具有寄生电容小，等比例缩小能力强的优点。

附图说明

[0031] 图1为本发明一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的横截面示意图；

[0032] 图2为本发明实施例2在衬底上形成缓冲层后的横截面示意图；

[0033] 图3为本发明实施例2在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜后的横截面示意图；

[0034] 图4为本发明实施例2在铟锡锌氧化物薄膜上沉积栅介质层后的横截面示意图；

[0035] 图5为本发明实施例2在栅介质层上沉积导电薄膜并图形化的横截面示意图；

[0036] 图6为本发明实施例2刻蚀栅介质层后的横截面示意图；

[0037] 图7为本发明实施例2使用化学气相沉积法沉积钝化层后的横截面示意图；

[0038] 图8为本发明实施例2所制造的自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管接受正负极

偏压应力测试得到的转移特性曲线变化图。

具体实施方式

[0039] 参照图1，一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管，包括衬底101，所述衬底101

上设有缓冲层102，所述缓冲层102上设有铟锡锌氧化物薄膜103，所述铟锡锌氧化物薄膜

103包括两个低阻源漏区(第一低阻源漏区111和第二低阻源漏区112)和一个高阻沟道区，

所述铟锡锌氧化物薄膜103上设有栅介质层104，所述栅介质层104上设有导电薄膜105，所

述导电薄膜105和铟锡锌氧化物薄膜103上覆盖有钝化层106，所述铟锡锌氧化物薄膜103上

还设有源漏接触电极107，所述源漏接触电极107通过钝化层106的接触孔与铟锡锌氧化物

薄膜103欧姆接触，所述导电薄膜105上还设有栅电极108，所述栅电极108通过钝化层106的

接触孔与导电薄膜105接触。

[0040] 进一步作为优选的实施方式，所述缓冲层102为二氧化硅层、氮化硅层或者二氧化

硅和氮化硅的混合层。

[0041] 进一步作为优选的实施方式，所述栅介质层104为二氧化硅层、二氧化硅层和氮化

硅层的组合，或者二氧化硅层与氧化铝层的组合，所述钝化层106为二氧化硅层、二氧化硅

层和氮化硅层的组合，或者二氧化硅层与氧化铝层的组合。

[0042] 进一步作为优选的实施方式，所述源漏接触电极107、栅电极108和导电薄膜105均

由金属和/或导电金属氧化物构成。

[0043] 参照图1至图7，一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，包括以下

步骤：

[0044] 在衬底101上沉积缓冲层102；

[0045] 在缓冲层102上沉积铟锡锌氧化物薄膜103；

[0046] 对铟锡锌氧化物薄膜103进行光刻和刻蚀，得到图形化的铟锡锌氧化物薄膜103；
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[0047] 使用第一次化学气相沉积法在图形化的铟锡锌氧化物薄膜103上沉积栅介质层

104，所述第一次化学气相沉积法所使用的前驱物包括烷氧基硅烷或者烷氧基硅烷与惰性

气体的混合气源，以及第一氧化性气源；

[0048] 在栅介质层104上沉积导电薄膜105，并对导电薄膜105进行光刻和剥离，得到图形

化的导电薄膜105；

[0049] 以图形化的导电薄膜105作为掩膜版，对栅介质层104进行刻蚀，并进行第一次退

火；

[0050] 使用第二次化学气相沉积法在导电薄膜105和铟锡锌氧化物薄膜103上沉积钝化

层106，所述第二次化学气相沉积法所使用的气源包括硅烷气源或者硅烷与惰性气体的混

合气源，以及第二氧化性气源；所述惰性气体包括：氮气、氩气和氦气；

[0051] 对钝化层106进行光刻和刻蚀，形成源漏极和栅极的接触孔；

[0052] 在源漏极和栅极的接触孔中形成源漏接触电极107和栅电极108，并进行第二次退

火。

[0053] 进一步作为优选的实施方式，其特征在于，所述在缓冲层102上沉积铟锡锌氧化物

薄膜103的步骤具体为：

[0054] 使用磁控溅射法在缓冲层上沉积铟锡锌氧化物薄膜103，所述磁控溅射法为DC直

流磁控溅射法和/或RF射频磁控溅射法，所述磁控溅射法所使用的靶材为ITO靶材与ZnO靶

材，所述反应时衬底的温度为23℃至400℃。

[0055] 进一步作为优选的实施方式，所述第一氧化性气源为O2、O3、N2O或者含有氧气的混

合气体，所述第二氧化性气源为O2、O3、N2O或者含有氧气的混合气体。

[0056] 进一步作为优选的实施方式，所述烷氧基硅烷为三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯、三乙

氧基硅烷或者硅酸四甲酯，所述惰性气体包括氮气、氦气和氩气。

[0057] 进一步作为优选的实施方式，所述第一次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退

火温度为100℃至400℃，退火时间为1至4小时。所述含有氧气的气体可以为纯氧气、氧气和

氩气的混合气体、氧气和氦的混合气体或者空气。

[0058] 进一步作为优选的实施方式，所述第二次退火的退火气氛为含有氧气的气体，退

火温度为100℃至400℃，退火时间为0.1至2小时。所述含有氧气的气体为纯氧气、氧气和氩

气的混合气体、氧气和氦的混合气体或者空气。

[0059] 下面结合附图和具体的实施例对本发明进行进一步的说明。

[0060] 实施例1

[0061] 参照图1，一种铟锡锌氧化物薄膜晶体管，包括衬底101，所述衬底101上设有成分

为二氧化硅的缓冲层102，所述缓冲层102上设有铟锡锌氧化物薄膜103，所述铟锡锌氧化物

薄膜103包括两个低阻源漏区(第一低阻源漏区111和第二低阻源漏区112)和一个高阻沟道

区，所述铟锡锌氧化物薄膜103上还设有成分为二氧化硅的栅介质层104，所述栅介质层104

上还设有成分为金属铝的导电薄膜105，所述导电薄膜105上还设有成分为二氧化硅的钝化

层106，所述导电薄膜105和铟锡锌氧化物薄膜103没被栅介质层104覆盖的部分，均被钝化

层106覆盖，所述钝化层106包括两个源漏极的接触孔和一个栅极的接触孔，两个所述的源

漏极的接触孔中均设源漏接触电极107，两个所述源漏接触电极107分别与两个低阻源漏区

(第一低阻源漏区111和第二低阻源漏区112)欧姆接触，所述栅极的接触孔中设有栅电极
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108，所述栅电极108与导电薄膜105接触。

[0062] 其中，所述衬底101为硅衬底或者玻璃衬底；所述缓冲层102也可以是氮化硅层或

者二氧化硅和氮化硅的混合层；所述栅介质层也可以是二氧化硅层和氮化硅层(或者二氧

化硅层和氧化铝层)的组合，其中，二氧化硅层需要直接与铟锡锌氧化物薄膜103直接接触；

所述导电薄膜105、源漏接触电极107和栅电极108可以由金属和/或导电金属氧化物构成，

所述金属可以是铝、钛、钼、铜或者其他金属，所述导电金属氧化物可以是ITO、FTO或者其他

的导电金属氧化物。例如源漏接触电极107是纯铝的电极，也可以是钼薄膜和铝薄膜叠加而

成的电极；例如导电薄膜105可以是钼薄膜和铝薄膜叠加而成的薄膜。

[0063] 实施例2

[0064] 参照图1至图7，一种自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管的制造方法，包括以下

步骤：

[0065] S1、使用热氧化生长法在衬底101上沉积缓冲层102，如图2所示；

[0066] S2、在缓冲层102上使用磁控溅射法沉积铟锡锌氧化物薄膜103，如图3所示，所述

磁控溅射法为DC直流磁控溅射法和RF射频磁控溅射法，所述磁控溅射法所使用的靶材为

ITO靶材和ZnO靶材，其中，溅射ITO靶材时使用直流电源，所述直流电源的输入功率为120W；

溅射ZnO靶材时使用射频电源，所述射频电源的输入功率为150W；反应气氛为氧气和氩气，

工作气压为3毫托(mTorr)；

[0067] S3、对铟锡锌氧化物薄膜103进行光刻和湿法刻蚀，使铟锡锌氧化物薄膜103图形

化；

[0068] S4、使用等离子体增强化学气相沉积法(PECVD法)在图形化后的铟锡锌氧化物薄

膜103上沉积二氧化硅作为栅介质层104，如图4所示，所述PECVD法的反应前驱物为正硅酸

乙酯(TEOS)，反应时通入的气体还包括N2O，O2与Ar，反应温度为300℃，反应气压为220毫托，

反应时的输入功率为30W；

[0069] S5、在栅介质层104上使用磁控溅射法沉积铝箔膜作为导电薄膜105，如图5所示，

并对导电薄膜进行光刻和刻蚀，使导电薄膜105图形化；

[0070] S6、以图形化的导电薄膜105为掩膜版，对栅介质层104进行刻蚀，露出铟锡锌氧化

物薄膜103的源漏区域，形成自对准结构，如图6所示；

[0071] S7、完成对栅介质层104的刻蚀后，进行第一次退火，退火温度为300℃，退火时间

为2小时，退火气氛为氧气；

[0072] S8、在导电薄膜105和露出的铟锡锌氧化物薄膜103的源漏区域上，使用PECVD法沉

积二氧化硅作为钝化层106，如图7所示，反应气源为硅烷，反应时通入的气体还包括N2O和

N2，反应温度为300℃，反应时的输入功率为60W，反应气压为900毫托；

[0073] S9、对钝化层106进行光刻和刻蚀，以形成源漏极和栅极的接触孔；

[0074] S10、使用磁控溅射法沉积铝薄膜，所述铝薄膜会覆盖在钝化层106之上，并且金属

铝会沉积到源漏极和栅极的接触孔中，对所述覆盖在钝化层106上的铝薄膜进行光刻，使之

图形化，形成源漏接触电极107和栅电极108，如图1所示；

[0075] S11、进行第二次退火，退火温度为300℃，退火时间为2小时，退火气氛为氧气。

[0076] 表1
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[0077]

  迁移率(cm2/Vs) 亚阈值摆幅(V/dec) 阈值电压(V)

实施例2 16 0.09 -1.75

文献1 12 0.1 -1

文献2 12 0.1 3.5

文献3 7.27 0.49 0.96

[0078] 从表1中可以看出，实施例2制造的自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管相对文献

1(Manoj  Nag  et  al.,“Circuits  and  AMOLED  display  with  self-aligned  a-IGZO  TFTs 

on  polyimide  foil”,Journal  of  the  Society  for  Information  Display ,22(10) ,

pp.509-517,2014.)、文献2(R.Chen  et  al.,“Self-Aligned  Indium–Gallium–Zinc  Oxide 

Thin-Film  Transistor  With  Source/Drain  Regions  Doped  by  Implanted  Arsenic”,34

(1) ,pp.60-62,2013.)和文献3(.B.Du  Ahn  et  al.,“Comparison  of  the  effects  of  Ar 

and  H2plasmas  on  the  performance  of  homojunctioned  amorphous  indium  gallium 

zinc  oxide  thin  film  transistors,”Appl.Phys.Lett.,93(20) ,p.203506,2008.)的铟

锡锌氧化物薄膜晶体管具有迁移率高、亚阈值摆幅小、阈值电压低等优点。

[0079] 图8为实施例2所制造的自对准顶栅铟锡锌氧化物薄膜晶体管在正、负栅极偏压应

力测试下，NBS(正偏压应力测试)和PBS(负偏压应力测试)的结果，从图8中可以看出，经过

10ks的应力测试后，器件的转移特性没有发生明显变化，然而，在文献1中的器件，经过相同

的应力测试后，阈值电压漂移达到1.4V以上，说明本发明的薄膜晶体管的稳定性好。

[0080] 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明，但本发明并不限于所述实施例，熟

悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换，这

些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
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图6

图7
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图8
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